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1．序論 

フラットパネルディスプレイのスイッチング

デバイスである薄膜トランジスタ（TFT）のチャ

ネル材料として，低温ポリシリコン（LTPS）が

用いられている．LTPS はアモルファスシリコン

（α-Si）よりも移動度が大きく，n型，p型が可

能なため，高性能なスイッチングデバイスだけで

はなく，周辺駆動回路を同一基板上に作製するこ

とが可能である．LTPS はα-Si をエキシマレーザ

アニーリング（ELA）することにより形成され，

基板温度を低温に保つことができることから，プ

ラスチック基板を用いるフレキシブルディスプ

レイへの適用が可能である．しかしながら，イオ

ン注入後の活性化処理の温度が一般的に 400℃

程度であり，200℃以下のプロセス温度が求めら

れるプラスチック基板では適用できない問題が

ある[1]．我々は，ドーパントを含む溶液中でレ

ーザ照射を行うことでドーパントの注入と活性

化を低温で同時処理する研究を行っている．本講

演では，ELAにより作製した LTPSを AlCl3飽和

水溶液に浸し，XeFレーザ照射による LTPS への

Al ドーピングの検討を行ったので報告する． 

2．実験 

レーザはギガフォトン社製の XeF エキシマレ

ーザ（波長：351 nm、パルス幅：53 nsec）を用い

た．SiO2(100 nm)/SiN(50 nm)/Glass sub.に低圧化学

気相成長法(LPCVD)によりα-Si 膜を 50 nm成膜

した基板を用いた．結晶化は成膜したα-Si 膜に

フルエンス 380 mJ/cm
2、照射回数 20 shots で XeF

レーザを照射することで行った．次に作製した

LTPS/SiO2/SiN/Glass sub.を AlCl3飽和水溶液中に

浸しフルエンス 260 mJ/cm
2～500 mJ/cm

2、照射回

数 50 shots で XeF レーザを照射した．レーザ照射

後，4 端子抵抗測定を行った． 

3．結果 

Fig.1.にレーザのフルエンスに対する抵抗率を

示す．抵抗率はフルエンス 300 mJ/cm
2から急激

に小さくなり 420 mJ/cm
2で最小となり，約 1.0 Ω･

cm となった．この結果から AlCl3 飽和水溶液中

のレーザ照射により LTPS への Al の注入と同時

活性化が可能であると考えられる．薄膜内の Al

濃度などに関しては講演にて報告する． 

 

Fig.1.Resistivity of LTPS films after laser doping 
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